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イオンミリング装置
ArBlade® 5000の主な仕様

共通

使用ガス Ar（アルゴン）ガス

加速電圧 0～8 kV

断面ミリング

最大ミリングレート（材料Si） 1 mm/hr*1 以上

最大ミリング幅 8 mm*2

最大試料サイズ 20(W) × 12(D) × 7(H) mm

試料移動範囲 X ±7 mm、Y 0～+3 mm

イオンビーム間欠照射機能 標準装備

スイング角度 ±15°、±30°、±40°

平面ミリング

最大加工範囲 φ32 mm

最大試料サイズ φ50 × 25(H) mm

試料移動範囲 X 0～+5 mm

イオンビーム間欠照射機能 標準装備

回転速度 1 r/m、25 r/m

傾斜角度 0～90°

*1 マスクエッジからSiを100 µm突出させて1時間加工した際の最大深さ。
*2 ワイドエリア断面ミリング機能使用時。
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